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カエルの跳躍：「新々貿易理論」の実証 















Abstract: The purpose of this paper is for making clear that ‘the Melitz Model’ was 
the most appropriate theory to solve “Why is it that underdeveloped country can 
export industrial products?” which the former ‘the principle of comparative 
advantage’ could not have explained. Consequently, this paper will prove the 
legitimacy of "The Melitz Model" that demonstrate "only high productivity 
companies can earn profits enough to cover large fixed expenses required for 
exports", by verifying Samsung's emergence and developmental process. 
Furthermore for abolishing prejudices as well as bias against Samsung in Japan 
such as “Samsung is Emperor Management,” by observing the formation process 
and developmental process of Samsung Electronics Co., Ltd.. 

























❶  ① サムスンは「皇帝経営」（張，238 頁）．② サムスンの「経営者の単独専行が





































船舶海洋構造物および部品 5,044 16.7 船舶海洋構造物および部品 43,157 10.2
衣類 4,236 14.0 石油製品 37,573 8.9
履物 1,573 5.2 無線通信機器 35,713 8.5
鉄鋼板 1,110 3.7 自動車 35,032 8.3
映像機器 1,026 3.4 半導体 32,793 7.8
半導体 965 3.2 平板ディスプレイなど 18,732 4.4
石油製品 929 3.1 鉄鋼板 15,948 3.8
人造長繊維織物 854 2.8 合成樹脂 14,909 3.5
総計 30,283 100.0 総計 422,007 100.0
表1　韓国の主要輸出品目（単位：100万ドル，%）
1985年 2008年








































対する「答え」を提示したのは，Marc J. Melitz であった（図 1 参照）． 

























いた状況．そこに何と≪井の中の蛙（개구리 주제에 정신이 나간 거죠!）≫に過ぎないサ
ムスンが挑戦状を叩き付けてきたのである． 












変わり，…［中略］…直接金融を通じた資金調達を，1984 年 6 月，ヨーロッパ資本市場へ







ただ，その際，「ウェイバーは 5 インチなのか，6 インチなのか」の問題が浮かび上がっ
てきた．そのため，「1983 年 11 月，キフン工場の会議室では…［中略］…会議に参加した
幹部らは，論理対決を重ね，『ウェイバーのサイズが大きければ大きいほど，そこから生産
可能な半導体の量は多い（4 インチ⇒40～50 個，6 インチ⇒100 個）』ことから，…[中略]




の導入に一苦労」．そのため，1984 年 5 月中旬，購買チームは，アメリカで開かれた半導








導入された．また，シャープからは MOS 工程技術が導入される（趙，202 頁）(13)． 























93 頁；岡三，28 頁）と≪固く信じて（그렇게 믿을 수밖에 없었습니다）≫，設備投資を
28 
増やしながら≪辛抱強く（죽어라）≫堪えていた（韓国，49 頁；李秉喆，284 頁）． 
要は，かつての「日本の大幅な投資をそのまま真似」（サムスン（1988．11），36 頁）
しつつ，その間，≪我慢の姿勢を構えたまま（그냥 죽어라 참았죠!~ 죽어라）≫，機会が
くるのをひたすら待っていたのである． 
そして，すぐに機会がやってきた．「日米半導体摩擦」が起きたのである（インダストリ
ー，53 頁；サムスン（1987．11），16-17 頁；徐，72 頁）(14)． 
 既に述べた如く，かつて「メモリーで日米逆転が起きたのは，資金力にものをいわせた 
3月 4月 5月 6月 7月
アメリカ 2.30 2.50 2.55 2.65 2.95





たとえば，「NEC は毎年 3 億ドルずつ投資して，月 200 万個の 1MDRAM 生産量を 400 万
個へ増やし」（電子，623 頁）ていたのである． 
だが，その後，そうした日本のメーカーは“過剰投資”の末，結局“供給過剰”，「価格
破壊」を引き起こし（日本産業，70 頁；岩井，98 頁），かつて「一個 4 ドルだった 64KDRAM
は，70 セントにまで下落し」，「作れば作るほど損をする状態」（サムスン（1987．11），
16 頁；李秉喆，284 頁；韓国，49 頁）となる． 
それに対し，アメリカ政府は厳重に警告（岩井，99 頁）．だが，彼らはそのような「ア
メリカ側の寛大な姿勢に甘え」（花井，191 頁），何と「度を越したダンピング」まで始め
















622-623 頁；高本，93 頁；玉置，112 頁；日本電気，769 頁），「下期に入ってから設備
導入計画を下方修正している半導体メーカーもあり，受注環境はかなり厳し」（岩井，100
頁）(18)くなる（表 3 参照）．  
 反面，「5000 億ウォンぐらいの金は捨てるつもりで果敢に投資すれば DRAM は必ず成功
する」との固い信念のもと，それまで≪こっそりと（쥐 죽은 듯）≫「毎年 1000 億ウォン
（１ウォン＝0.18 円）以上を注ぎ込んできた」（日本産業，67-69 頁）サムスンは，「市場
開拓に大きく役に立」つこととなる（電子，622-623 頁）(19)（表 4 参照）． 




1984 3 83,419 50,235 34,643 44,896 2,535
1985 3 105,411 65,534 51,099 63,302 5,034
1986 3 88,038 54,062 53,016 29,554 3,866
1988 3 65,138 37,040 37,477 32,066 2,313
1989 3 100,350 61,320 55,338 51,523 6,855
1990 3 115,006 96,865 74,895 66,189 10,869
1991 3 123,301 93,772 58,080 81,687 11,855






























































































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
生産高 6 13 85 158 561 816 894 886 1,192
世界シェア 0.0 1.1 3.5 6.6 8.8 9.7 14.0 12.7 13.6
64KDRAM 生産高 6 13 35 23 80 40 20 20 10
256KDRAM 生産高 - 0 50 134 257 370 100 110 40
1MDRAM 生産高 - - - 1 224 386 554 350 287





























ロプロセッサや ASIC などに経営資源を投入する道を選」（肥塚，115 頁；玉置，116 頁）
び，同分野への研究開発費を日本のそれをはるかに凌駕する水準まで引き上げていた（電
子，623 頁）(21)アメリカの半導体企業は，「DRAM 供給をいきなりすべて打ち切られるこ
とを望んでいなかった」一部の顧客のため，サムスンと DRAM の OEM 供給契約を結ぶ（玉
置，123 頁；岡三，201 頁）．サムスンからすれば，いわば≪かぼちゃがそのまま転がって









極度まで上げた上(23)，「投資額トップの東芝の 900 億円」（日本産業，68-69 頁）を上回る
6500 億ウォン（1200 億円）（88 年）を投資するなど，投資額を増やし，「1989 年 9 月 11
日に韓国企業の 256KDRAM の個別的価値…［中略］…は 2.20 ドルとなり，日本企業の 2.54
ドルよりも下回」る「規模の生産」を実現して行く（杉本，38 頁）（表 5 参照）． 
 他方，サムスンの≪歩み≫とは対照的に，日本の半導体メーカーは量産のテンポを遅ら
せて行く（プレス，296 頁）．たとえば，日立製作所は 91 年度の設備投資を当初計画より
20％削減することを発表したのである．それゆえ，価格低下も十分に進展しなくなるとと
もに（大道（1991），67-68 頁），日本企業の歩留まりがアメリカ企業よりも 40％も高くな
る（ロバート，78 頁）（表 6 参照）．日本メーカーの運が傾き出していたのである．  
 
４ カエルは羽ばたく（날아라 개구리）：さらなる躍進 
64KDRAM 256KDRAM 1MDRAM
本社 SSI（現地法人） 本社
開発組織 規模 20名 - 48名
設計 技術導入（マイクロン社） 独自開発 独自開発
工程 技術導入（シャープ社） 独自開発 独自開発
N-MOS N-MOS C-MOS
設計 - 20ヶ月 6ヶ月
工程 6ヶ月 3ヶ月 5ヶ月













り，「三星電子の売上高に占める半導体の比率は 21.1%（89 年）」，「89 年，三星電子は
1MDRAM を月産約 600 万個も生産」とするのである（プレス，88，89 頁）．まして，同
社は，「トヨタを見習い，それを半導体化して，自主学習組織といえる SDWT（Self Directed 
Work Team）を作り上げ」た金ジェウク(24)および李潤雨(25)の指揮のもと，「現在の第一，
第二ラインに加え，あと 4 本，第 6 ラインまでの増設計画持つようになる」（李秉喆，287
頁）など，さらなる「規模の経済」を追い求めて行く． 
 しかしながら，同社がただ≪量≫（＝「規模の経済」）ばかりを追求していたわけではな
い（양만으로 승부하고 있었던 것은 아니죠!~）．≪量≫とともに，≪質≫，すなわち，≪









내더라고요）≫，1MDRAM 開発に成功する（サムスン（1988．11），49 頁）． 
 続いて，同社の開発チームは，「半導体メモリーはだいたい 3 年ずつ 1M から 4M，16M
へと，集積度が 4 倍ずつ増えて，次世代のものに移る『特徴』がある」ことから（チン，
19 頁），≪躊躇する間もなく（망설임 없이）≫4M 開発にとりかかる．しかし，「4MDRAM




光浩副社長が「トランチ方式では 4MDRAM の収縮がなかなかうまく行かない」，「日本の 1
～2 社が stack 方式に転換したという」情報を入手すると（編集，151 頁；チン，55 頁）
(28)，チン・デジェ（編集，151 頁）(29)を長とする同チームは，李健熙会長の≪お許しをい
ただいた上≫で，即座に stack 方式を選択（チン，58 頁；編集，151 頁）(30)，「設計変更












って，1989 年 10 月 22 日日曜日，ついに 16MDRAM の完全動作チップを誕生させる（ハ
ン，233 頁；チン，17 頁）．そして，同社は直ちに量産体制を整えると，大量生産を始め
（チン，76 頁）(32)，その 16MDRAM は「金よりも高」く（チン，76 頁）売れ，「類を見
ない黒字」を記すようになる（チン，77 頁；韓国，50 頁）． 
33 
その後も，同社の開発チームは，「始めから，256MDRAM の実現試製品を制作（試作―











































































(3) インテル副会長 R・ノイスの述懐． 
(4) 「日本製造業の労働生産性は，86 年以降，円高もあり急速に上昇を続け，85 年に比べ 95 年




(6) 「開発費は 720 億円（2100 億ウォン）．そのなか，日本政府の負担は 450 億円，利益が得ら
れた場合のみ，返却すればオーケー」（ハン，133 頁）． 
(7) ≪≫は，サムスン関係者（匿名希望）のインタビュー内容．インタビューは 2017 年から 2018




の優秀な装備のみを選んで使えるという利点があった（ハン，84 頁；日本産業，32 頁）． 






















(19) 成長率 91%． 
(20) インテル副会長 R・ノイスの述懐． 
(21) 86 年度，日本の研究開発費 8 兆 4000 億円，アメリカの 17 兆 7000 億円． 
(22) サムスンなどの「収率はすべて 90%を上回る．それに対し，日本の会社のそれは 85%内外」． 
(23)「韓国製造業の労働生産性は，86 年から 96 年にかけての 10 年間で 4 倍になり，96 年には 7
万 7,000 ドルに達した．これは，韓国の産業が急速に高度化しているためである．99 年の韓国




三星電子キフン事業場拡散製造 3 部長，「キフンおよび華城工場に設置された 16 個の半導体
生産ラインのほとんどは彼の手を経て，建設，量産過程に突入したもの」，「トヨタを見習い，
それを半導体化して，自主学習組織といえる SDWT（Self Directed Work Team）を作り上げ，
生産工期 60%，ウエイパー不良率 70%，原価毎年 30～50%ずつの節減などの持続的な革新活
動を先導」（趙，245-248 頁）． 
(25) 李潤雨については以下のとおりである． 
1983 年三星半導体理事，1989 年キフン半導体研究所長，1992 年三星電子副社長，「1984 年
3 月，256KDRAM 開発に着手，その重責を李ユンウ VLSI 技術担当理事の開発チームに任さ
れた」，「キフンの 3 ライン，4 ラインなどの主軸工場が彼の手によって建てられた」（趙，
202-204 頁）． 
(26)「彼らは入社直後から部長級または課長級．…【中略】…しかも，彼らの給料は社長級」． 




(29) 当時サムスン電子開発 4 担当理事，のちにサムスン電子副社長． 
(30) trench 方式を採用した東芝と NEC はその後「失速」する． 
(31) 同工法は，「タングステン工法」を採用した日本製の試作品と較べ，原価がきわめて低廉で
ある利点があった． 



















サムスン半導体通信株式会社（1987.11）『社報』第 7 巻 61 号（韓国語），サムスン半導体通信
株式会社． 
































Krugman, Paul. (1980). “Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of 
Trade,” American Economic Review, Vol. 70, No. 5. 
Melitz, Marc J. (2003) "The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate 
Industry Productivity," Econometrica, 71(6).  




Received on 23 November 2018 
 
